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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Отримання та дослідження кремнієвих струтур з алмазними та алмазоподібними плівками

2. Preparation and investigation of silicon structure with diamond and diamond like carbon films

Реферат:
1. Дисертація присвячена питанню створення гетеропереходу АП(АПП)/кремній, котрий мав би випрямні
властивості та підвищену фоточутливість в ультрафіолетовій області випромінювання, а також
встановленню методу осадження та технологічних режимів, що дозволяють отримувати плівку АП або АПП з
керованими властивостями. Встановлено взаємозв'язок структури та фазового складу АП та АПП з умовами
осадження. Визначена залежність між змістом азоту у газовій суміші та електрофізичними,
фотоелектричними властивостями гетеропереходу АПП/Si. Досліджені та розраховані параметри структури
АПП/Si на базі фотоємнісного еффекту. Розроблено новий тип фотоелектричного датчика на основі АПП/Si,
що працює в широкому спектральному діапазоні (200-1000 нм). Показано, що АПП, отримані плазмо-
хімічним осадженням при високих напругах автозміщення (-300 В), забезпечують високу стабільність та
радіаційну стійкість характеристик сонячних элементів, що дозволяє використувати дані АПП в якості
захисних та просвітлюючих покрит тів ФЕП космічного призначення.



2. The thesises deals with tasks of development of heterojunction DLC/Si that has to have rectify properties and
high photosensibility in ultraviolet spectrum and determination of deposition method and technological regimes
that allow to obtain a diamond or diamond like carbon films enabling a demands of blooming and radiation
resistance coatings for solar cells. The correlation between structure and phase composition of diamond and
diamond like carbon films is obtained. The dependence between nitrogen concentration in gas mixture and
electrophysical and photoelectrical characteristics of DLC/Si heterojunction is determined. The DLC/Si structure
parameters are researched and calculated on the base of photocapacitance effect. The new type of photoelectrical
sensor based on DLC/Si operating in wide spectral range (200 -1000 nm) is developed. It has unique sensibility 0.4
A/W at wave length 200nm. It was demonstrated that DLC films deposited by chemical-vapor deposition at high
self voltage (-300 V) support high stability and resistance of loading characteristics of solar cells that allows to use
these DLC films as protective and antireflection coating of solar cell.
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